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抵抗変化メモリ(ReRAM)はフラッシュメモリの後継として期待されている次世代不揮発性メモ
リの一つであり、高速性や微細化が容易である等の多くの利点を有していることから、近年急速
に実用化研究が進められている。その抵抗変化メモリ候補材料の一つとして BaTiO3 が挙げられ、
Co-doped BaTiO3[1]や TiO2/BaTiO3/TiO2積層構造[2]等の様々な研究がなされているが、一方でそれ
らの動作メカニズムについては未だ不明な点が多く、酸素欠陥の移動に起因するもの[3]や、欠陥
に基づかない電子状態の変化によるもの[4]等の議論がなされており、現在まで明らかになっては
いない。 

前回、我々は化学溶液塗布法の一種であるMOD

法により BaTiO3薄膜を製膜し、Au/BaTiO3/Pt キャ
パシタ構造を作製して評価を行った。その結果、焼
成雰囲気を大気から窒素に変更することで XPS に
おける酸素欠陥起因ピーク高さの増大と、それに伴
う抵抗ヒステリシス特性における 1-3 桁程度のオ
ンオフ比の改善が見られた[5]。今回新たに RFスパ
ッタ法で BaTiO3薄膜を作製し、MOD法との結晶状
態の変化が抵抗ヒステリシス特性等の電気特性に
与える影響についてさらに検討を行った。 

 Fig. 1 にスパッタ法で製膜を行った BaTiO3薄膜
(約 150 nm)の XRD パターンを示す。いずれの製膜
温度においても主に BaTiO3(111)面が確認でき、
BaTiO3 多結晶膜が得られていることが分かる。製
膜温度 750℃以上でピークがより顕著になるが、
770℃以上になると、BaTiO3(100)面の配向が強くな
っているのが確認できる。 

Fig. 2に750℃で製膜を行ったBaTiO3薄膜のAFM

表面写真を示す。600℃で製膜を行った BaTiO3薄膜
では RMS は約 3 nmで、結晶粒もほとんど確認出
来なかったが、750℃以上の温度で製膜した BaTiO3

薄膜では RMSは約 18 nm、粒径約 160 nmとなり、
高温での製膜によって結晶化が進んでいることが
確認出来た。この結果は Fig. 1の XRD評価結果と
も対応している。講演ではこれら結晶状態の変化が
電気特性に与える影響等について議論を行う予定
である。 
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Fig. 1. XRD pattern 

 

Fig. 2. AFM image of BaTiO3 thin film  

prepared at 750
o
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